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Bste invento se refiere a dlodos schottky y mas especifica -

- mente a una nueva estructura y proceso de fabricacién de los

mismos.

Los rectificadores nchoLka tienen limitadas capacidades de
corricnte y de . temperatura de unidn debido a sus altas
amplitudes de corriente invertida a temperaturas elevadas.
Por otra parte, se ha visto que la uniénlgchottky"frecuen -

temente se degrada cuando se suelda in situ el;digbo o el

recorte comple%o.’El presente invento brihda tnippgvo dis -

positivo de unién"schottky"con relativamente poca -corriente
invertida a relativaﬁente altas temperaturas dqi@déén, v
una que no se degrada durante el montaje en su caja de alo-
jamiento. o ' - - : vessd

En el d1590$1t1vo schottky convenclonal, se electrodep051ta

una capa de materlal como ser paladlo o platlno o 51m11ar

sobre la superflcle de un semlconductor como ser una super- .

LTS .
“.-.

ficie de silicona epitaxial. El materlal i.e. paladio, es
s1nter1zado para formar silicliuro de paladlo ¥y un metal con
elevada funcibn de trabajo como ser mollbdeno tungstenc o
tantalio se deposita sobr; el 51llcluro de paladio. El mate-
rial con elevada funqlon de t:abagq tamblen puede depositar-
se directaﬁente sdﬁréiﬁné superficie silicea.

Tos dispositivos del-tipo anterior son conocidos y figuran
deécritos; por ejemplo, en cualquiera de las patentes U.S.A
nimeros %.290.127, 3.457.912, 3550.260, 3.585.469, 3.636.417
3.668.431, 3.694.719, 3%.841.904 y 3.932.880. Tias propiedades

de los contactos de siliciuro de platino y de paladio se ex-

"ponen cn los siguientes .articulos :

Metallurcical Properties and IElectrical Characteristics of
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Palladium Silicide - Silicen Contacts , de C.J. Kircher,

Solid State'Electronics ,1971, vol 14, pag. 507-513%;

i‘Planaerillimeter—Wave Epitaxial Silicon Schottky-Barrier |
olties ‘ |
i

Cdn#efter Dicdes, de W.V.T. Rusch, Solid State Electronics,
1968, vol. 11, pags. 517-525; i

Structure and Electrical Characteristics of Epitaxial
Palladiﬁm Silicide Contacts, etec. por W.D. Buckley y colab.
Solid State Flectronics, 197? vol. 15, pags. 1351~1337. ;

Formation Klnetlcs and utructure of Pd281 Fllmu on S5i, por f]

R.W. Bower y colab. Solid State Electronics, 19 ; vol. 16,?:.

""D

pags. 1461-1471; ¥y : -

S Hag

Pt,Si y PtSi Formation with High-Purity Pt Thir-Films por
Canali y colab., Applied Physics Ietters, vol. 31, n@ l, A
julio de 1977, pags. 43-45. IO, S

-~
]

BREVE DESCRIPCION DEL PRESENTE INVENTO,.™. . Eg;b

De acuerdo con el presente invento se brinda uﬁ‘nuevo pro -

cedimiento para efectuar una unibén que cuenta caracterlstl—

" cas muy superiores de corriente invertida a alta temperatu—

ra sin afectar de manera substanc1al otros parémetros del
dispositivo. El invento también proporcidna wa estructura

novedose que impide su degradacidén durante el montaje en su

reneptaculo.

Conforme al invento, se difunde un siliciuro de paladlo o
platino en la superficle de un disco de 5111010 u otra U~
perficie semiconductora mediante el procedimiento de sin - '
terizacién. Durante este proceso he observado que se forma ﬂ
una capa de una mezcla desconocida aunque intermetélica,  ?
posiblemente PdSi para el caso de la capa limite de siliciu:
ro dé péladio, directamente sobre la superficie de silicio

del substrato semiconductor. Esta aleacién revela ser un - !

e gy
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monocristal quereé continuo con el>substrato monocristal &
Quevno que se vé afectadoApor el ataque quimico que eliminaréi
el s111c1uro del substrato de silicio. ‘

En lOa antecedentes el siliciuro resultaba ligeramente atacado
antes de la deposicidén de otros materlales en el siliciuro.

De acuerdo con este invento, el siliciuro esxéompletamente qui~
tado por el ataque mediante agua regia hasta que tqdo el Pdgsi
6 el PtSi es eliminado del substrato. Ta capa de ddagosicién
desconocida permanece, y puede ser detectada con dn:éon tacto
de exploracién de tungsteno que revelard una curva'mércada en
el voltaje invertido caracteristico formado entrei@éf?apa y el
contacto explorador de tungsteno.

Posteriormente se forma un metal de gran funcidn de {rabajo,
como ser molibdeno, en la superficie de la capa infgi@étélica

Y-

de paladio o platino - silicio formandoAﬁna'barrera'gchottmf'

con excepcionales caracteristicas de elevada temperatura de

'

e A ,:‘-,_,

corriente inversa. _ .
Cuando se emplea siliciuro de paladio y'Sé elimina5 el dispo -
sitivo resultante revela una ﬁejora de:apfoximadaméﬁte un or -
den de magnitud en las caracteristicas de cofriente inversa

de dicho dispositivo. Si se utiliza platino en vez de paladio
¥ luego se cubre el platino con molibdéno durante el proceso
de sinterizacidén, se logra una mejora de tres drdenes de magni-
tud en la corriente de dispersitén inversa.-Annque la razdn

de este comportamiento no es comprensible, es posible que el
compuesto intermetdlico que se ha formado séa en si un semi -~
conductor de modo que la aplicacidn de molibdeho u otro mate-
rial de gran funcién de trabajo en esa superflcle permlte una
excelente unién *schottky® '

Otra caracterlstlca del 1nvento es 1a formac1on de una capa de

PN
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titanio entre el molibdeno u otro métal de gran fun cién de tra -

'l:bado y los metales de contacto, i.e. nlquel y plata. Se ha v1sto‘

_que el uso de 1a capa de titanio meaora la corriente de disper -

sidn inversa caliente del dispositivo e impide la degradacién de

la unién "schottky' durante la soldadura del disco en su receptécu-

lo. Se cree que el titanio adsorbe o impide migracidén de &tomos

de plata, oro y niquel o de Atomos de otros materiales de contac- .

-
to a través del molibdeno y dentro de la unién durante la opera -

*
- ta

cién de soldadura y que adsorbe los &tomos méviles, inciuidos

A
...,ﬂ

los &tomos de oxigeno presentes en el molibdeno.la nueva barrera :

s -

- de titanio entre la unién schottky ¥ los metales de contacto

-

puede usarse para cualquier estructura schottky, 1ncluidas aque -

llas que no emplean el sistema de contacto de siliciuro de platl—:

*
LI

no o paladio. : S

De resultas del nuevo procedimiento, el mismo dispositivo emplean-
do el nuevo proceso para formar la unién ha aumentado Su potencia

de régimen de 50 amperios a 75 , sin producirse otros-cambios.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS.

Ta figura 1 es una vista transversal esquemidtica de una porbién -

de un disco semiconductor‘que puede usarse para realizar el pfe -
sente invento y en el que se ha difundido un anillo pf;teétor..A
La figura 2 muestra el disco de la figura 1 después de la forma -
cibén de una capa de Sxidocﬁe proteceidén y despuds que la capé de
paladio se ha depositado en la superficie del substrato.

La figura % muestra el disco de la figura 2 después de la sinte -
rizacidén de la capa de paladio en la superficie de gilicio.

La figura 4 muestra el disco de la figura 3 después que el pala-
dio y el siliéiuro de paladio han sido eliminados por ataque quim:
co del substrato, dejando a su paso una superficie paladio-sili —;

cio difundido.
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Las figuras 4 Ay 4 B muestrah las caracteristicas de voltaje
inverso entre un contacto de exploracién de tungsteno y la super-
ficie del disco de la figura 4 , en el caso de eliminacién comple-
ta e inéompleta, respectivamente, de la capa de siliciuro.
La figura 5 muestra el disco dé]a figura 4 después que la capa de
molibdeno se ha depositado en la superficie del disco.
Ta figura & muestra el disco de la figura 5 después de aplicarse

los metales de contacto al disco y también 1a capa de.tifanio dis-

- .

puesta entre la barrera’%chottky"y los metales de conﬁgéﬁo supe -

riores. fevs

v oo

Ia figura 7 esquemdticamente muestra una segunda materiglizacidn
del invento usando platino en lugar de paladio, en la'fééé de ma -
nufactura de la figura 3 para el caso del paladio.

La figura 8 muestra una vista despiezada del mbntaje'dei‘diddo

'%chottkf’del invento sin la parte exterior del feceptébélb para

permitir ver las partes interiores. - =

La figura 9 muestra la dispersién de la corriente in&éééé:a 1252C
para cuatro barrefas'%chottky”diferentes; incluidas las dos del in-
vento. — . - 7

La figura 10 muestra la caida de voltaje a 2590 para las barreras

t 1)

schottky’de la figura 9. , T
La figura 11 muestra la dispersidén de corriente inversa a diferen -
tes temperaturas para la materializacién platino- silicio de este

invento.

DESCRIPCION DETALLADA DE LOS DIBUJOS.

Respecto a la figura 1, puede verse un substrato de siﬂqﬂ)qpé;mgde

ser un parte pequefia o un disco mayor en el que se forman simulté -
neamente una piuralidad de dispositivos. El substrato 20 se descri-
be como un substfato de silicio monocristalino, pero queda entendi-

do que pueden emplearse otros materiales semiconductores. El subs-

Rl
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trato 20 puede ser silicio crecido Czochralsky con un grosor

de aproximadamente O milésimas de pulgada con conductividad

del tipo N usando un adulterante de arsénico. Lavresistividad
del disco serd de entre 0.001 y 0,00/ ohm-cm. La seccidn de
disco que figura en la seccidn transveréal esquemitica de la
figura 1 es una seccidén cortada rectangular que equivale a un

cuadrado de aproximadamente 200 milésimas de pulgada de lado.

|
|

Seflalamos que el grosor del disco se ha exagerado mucho a 1os '§

fines de una mayor claridad. - e

A . »
- -

oobre la capa 20 se crece una capa epitaxial 21, hasta un espe-'

sqa

sor de 5.0 a 6.0 micrones. La capa 21 tiene una condue$1v1dad

del tipo N y puede ser fosforo adulterado hasta una re51st1v1 -

dad de 0.9.a 1.1 ohm.cm.

ma

La figura 1 muestra un anillo de proteccidn 22 rectangular,

-
-

del tipo P dlfundldo en la superficie 21 para serv1r ‘como

abrazadera e impedir efectos marginales. A fin de formar el

anillo 2, se forma una méscara.(proteccién) de 6xid4w23 en_la o

superficie de la capa 21 y en la capa de 0X1d0 se forma una a—,_

bertura de forma clrcular. Entonces se deposita boro u otro

tipo de impureza del tipo P en la la ventana abierta y ‘se di -
funde en la capa 21 hasta la profundidad deseada. Ei anillo de
proteccidén 22 puede tener un grosor de aproximadamente 1/2 mi-
crén y un ancho de unas 4 milésimas de pulgada. La abertura o

L

central del anillo 22 seri de unas 176 milésimas de pulgada.

Durante la difusién del anillo de proteccién 22 crece una capa ?

de 6xido encima de la ventana del anillo de proteccién. Como

puede verse en la figura 2 se abre una ventana en la capa de

6xido 23, que se extiende alpededor del centro del ancho del

anillo de proteccidn 22, usando técnicas convencionales foto-

.litograficas y de ataque quimico.
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Una vez que se ha abigrtg la ventana en la capa de éxido 23,.

se evapora ﬁn metal, puede verse en 1és figuras 1 a 6, como ser
paladio, sobre la superficie de la capa 21 a la temperatura del
substrato de unos 2502C hasta ﬁn grosor de unos 1000 Angstroums.
Obsérvese que en vez del paladio pudo depositarse platino.También
pueden usarse otros metales si forman un siliciuro apropiado con
el silicio 21.

Degpués de la deposicidén del metal paladio, el paladéag@ el sili-
cio son sinterizados a una temperatura de alrededor d?fjpogc en
una capa de proteccidn de gas que comprende aproxima@%éente 15%_
de hidrégeno y 85% de nitrdgeno. Obsérvese que si setuég:platino
en vez de paladio tal como puede verse en la figura 7;{52 aplica
una fina capa de molibdeno 24, sdbre la capa de platino 23, para
encapsular la superficio superior del platino éntes,de“ginterizar.
Después de la operécién de sintefizacién, estard pfeséﬁﬁé un sili-
ciuro Pd,Si,en la figura 3 , y pgiadio puro en 1a pa;t%t;uperior
del Pd, 8i. En el caso de la materializacién usando platino, fig.
7, la sinterizacién producird el siliciuro PtSi cubiertorpor metal
pl&tino. ' } .
Anteriormente, los metales platino o paladioberan elim@nadds por
ataque quimico y se hacia contactO'con'las capas de siliciuro.

Se consideraba esencial que la capa deisiliciuro permaneciera in-
tacta para efectuar una adecuada unién. Coﬁforme al presente in -
vento, la capa de siliciuro;'szsi o PtSi ée elimina por completo
intencionalmente para exponer una éapakinferior 25, difundida en
la superficie superior del silicio para formar una aleacién inter-
metalica de paladio ( o platino ).y silicio todavia desconocida.
No obstante cuando se alcanza la capa 25, puede detectarse su pre-

sencia haciendo contacto en la superficie del disco con un elemen-

to explorador de tungsteno. El resuitado del eleménto“explorador
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de tungsteno cambiaré pagando de la cuc"° redondeada caracterlstl-'

g ca de la flgura 4 A ( que indica que atn esth presente el 511101uro '

en la superflcle ) a la de la figura 4 B en la que el siliciuro
ha sido totalmente eliminado y se halla expuesfa la capa 25 de si-
licio-metal. :

Se cree que la capa 25 es una extensidén monocristal de su substradi
to 21 y, en el caso del paladio, puede ser PdSi. También se cree

que la capa 25 es un semiconductor que logra una excelsnte unlon

A .
a"n

"schottky con un metal de gran funcidn de trabajo como ser- mollbdeno.

A fin de exponer la capa 25 se siguid el siguiente procedlmlento de' .
ataque quimico, para el caso del metal .paladio. Puede é;gulrse -
un procedimiento de ataque quimico similar para el pla%ih& :

a) primero de sumerge todo el disco en agua regia ( aproximédameﬁtéf
3 partes de HCL por 1 parte de HNOB) a temperatura ambisﬁ%e duran-;{
te unos %0 segundos.ﬂEsto elimina el paladio de la capa de $xido.

D) despues de lavar, el disco es sumergido en una solu01on de 5%

de HF durante unos %0 segundos. Este constituye un pasg ;ﬁevo y se
efectlia para eliminar el 8102 de la superficie de paladio ( o,plgtm-
no) que debe atacarse quimicamente. R ' ‘
c) el disco se enjiiaga y sumerge nuevamente Jen agua regia-a'tempe—z7
ratura ambiente durante unos 30 segundos para quitar ellmetal'palé~‘
dio y el PdESi de las ventanas hacia dentro de la superficie de lav'

capa 25. Obsérvese no obstante que posteriormente se efectuard otro

“ataque quimico. Asi mismo sefialamos que en los antencedentes sblo

se eliminaba el metal paladio cuidindose de dejar el Pdgsi intacto.-
d) luego se lava el disco y se lo sumerge en 5% de HF durante unos ;
30 segundos para limpiar cualquier SiO2 que pudiera quedar. '
e) entonces se lavae el disco ¥ se seca por centrifugaciéh.

f) los pasoo anteriores se llevan todos a cabo hajo un aislador de

caperuza no- crltlca. Una vez efectuado el pago e) el dloCO es tras— '

I
N
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1adado a un érea‘ultpa-limpia y lavado con asua desionizada
de 18 megohn.

g) Luego, el disco es sumergido en una solucién de una. parte
de HCL por una partc de HNO5 y hervido en la solucibén a 602C -

700C durante 30 minutos. Este paso critico elimina todo

el PdESi que persiste.

-h) El disco se lave en agua de 18 megohm. y se sumerge en

5% de HF duvante unos 30 segundos. -

i) nuevamente se lava el disco en agua de 18 mega@cm@ios , Y
luégo se seca por centrifugacidn. W};:
Anora el disco estd listo para reclblr un metal dﬂ alta fun -
c¢idn de trabajo que contactari la capa 25. Asi, en la figura
5, la capa de molibdeno 27 es evaporada subre la superflcle
del disco mientras el disco esth a 25090. TIa capavaﬁipuede
tener un grosor de alrededor de 3000 Angstroms. e

Se forma entonces una excelente unidn schottky entredla capa
de molibdeno 26 y la capa 25. Observese que pueden‘usarse
otros materiales con alta funclon de trabago, como ser tungs—
teno o tantalio u otros, en vez de mollbdeno.

Ahora es necesario situar los metales de contacto en los la-
dos opuestos del disco de la figﬁga 6. De .acuerdo con una im-
portante caracteristica del invento primero se deposita una
capa de titanio 30 en la parte superior de la capa de molib-
deno, 26. La capa de titanio, 30, tiene un grosor de unos
2.000 Angstroms. Ze ¢rztc que la capa de titdnio, BO,Iaotﬁa
como barrera para impedir la migracidén de Atomos de los meta-
les de contacto a la barrera'%chottky"entre las capas 25 y

26, debido a las elevadas temperaturas experimentadas duran-

te la soldadura del disco acabado en su compartimiento. Este

efecto provocd la degradacién del dispositivo durante su mon-
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taje, en el pasado, pero es impedido por la capa de titanio. la

" barrera de titanio pucde usarse ventajosamente en otros dispositi-
P d P .

ﬁos'%chottky"incluidos aquellos que hacen una unidén directa entre
una superficie de silicio y un metal con alta funcidn de trabéjo,
asl como équellos que hacen uso de una disposicidén de siliciuro
despojado.

Tuego de agregan los metales de contacto al dispositivo, tal como
se muestra en la figura 6. Asi, una capa de titanio, 51y Ton un

grosor de unos 1000 Angstroms es afiadida a la parte inferior dél

disco y se aplican capas de n1que1 22 ¥ 33 abajo y arriba con un

LI S

grosor de aproximadamente 1.000 Angstroms. Posterlormertn Se apll-

can gruesas capas de plata, 34 y 35 con un grosor de alrededor.

de 35.000 Angstroms. Sefilalamos que también pudo heberse usado
cualguier otro metal de contacto convencional, como sefwsfo.

El dispositivo complefado'se corta entonces del disco prlnclpal pa-
re si montaje en un compartimento como se muestra en la flgura 8.
Este compartimento seréd uno con un estandar JEDEC, configuraclén
D0-203 AB (D0-5). Ta ﬁnién"schottky"completada que'es un cuadrado :
de 200 milésimas de pulgada de lado,se muestra como elemento 40. '
Los discos 41 y 42, de plomo—plata~suelda indiada se 31tuan en 1a-“
dos opuestos de la unién 40 y las chapas 43 y 44 se dlsponen en :
lados opuestos de los discos 41 y 42, respectlvamente. Las chapas
43 y 44 tienen un grosor de “unas 20 m11é51mas de pulgada y diéme -
tros de 0.150 pulgadas y 0.325 pulgadas respectivamente. Se dis-
pone un disco de plomo-plata-suelda indiada, 45, entre el disco 43
¥y la franja de plomo en C, 46. Se coloca un disco de oro-estafiosol-
dadura 47 entre el disco de molibdeno 44 y una base de cobre es -
tandar, 48. Un casquete, que no se muestra, comprende la totalidad
del dispositivo, que es soldado primero calentando hastalla fusién

los discos de suelda 41,42,45 vy 47, ¥ luego enfriando el disposi --
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tivo. La capa'de titanio, %0, ( figura 6 ) impide la migracién
de los 4tomos de plata y niquel a la uhién'%chottky“durante es -
ta operacidn de soldeo.

El dispositivo resultante ( utilizando el procedimiento con pa -
ladio ) tendrid entonces una temperatura operativa de unidén entre
-659C y 1752C.y un voltaje de retorno entre 15 y 45 voltios; el
promedio médximo de corriente directa a 1809C de 75 amperios pa -
ra una forma de onda rectangular o de 67.5 amperios ?@gﬁ una for-
ma de onda sinusoidal. El dispositivo tendri una cor?%é@te inver-

»

sa de dispersidn entre 15 y 150 miliamperios para una,éama de

.

temperaturas de unidén de entre 100 y 150 °C. a un volteye de re -
torno de unos 45 voltios. '

Las figuras 9 a 11 muestran algunas de las caracteri§tigas del
dispositivo y demuestran -la notable mejora de la co-riente in -
versa de difusidn a alta temperabura, obtenida con es%gfinvento.
La figura 9 muestra la corriente de dispersién en unféje verti-~
cal logaritmico trazado como funcién -del voitajehinvéfsd en el
eje horizontal para cuatro dispositivos diferentes, todos a una
temperatura de unién de 1252C. La curva superior 50 muestra una
unién convencional"schottkyﬁuéando un poﬁtactérde cromﬁhen una
superficie de silicio . Puede verse éue la corriente inversa se
aproxima a un amperio a 50 voltios. La segunda curva 51 muestra
un contacto convencional de molibdeno en silicio que tiene me -
jores caracteristicas de corriente inversa que el dispositive de
contacto de cromo equivalente. No obstante, la corriente inver -
sa para el dispositivo continla siendo de unos 90 miliamperios

a pleno voltaje inverso. |

Como puede verse el dispositivo de los solicitantes, utilizando
el procedimiento de paladio, y usando una regidn posiblemente

de PdSi ,25, en contacto con_la‘capa de molibdeno 26 (figura 6)
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. invento en comparacidén con los anteriores. Asi, las curvas 60

13

produce una dréstica mejora de la corriente inversa a pleno vol -

_taje inverso, como muestra la curva 52. Asi, a 50:voltios, la

casi un orden de magnitud respecto a los antedecentes de uniones f

de molibdeno-silicio. |
El uso del proceso con platino ( figura 7 ) produce un disposi - f
tivo con incluso mejores caracteristicas de corriente inversa

como muestra la curva 53. Obsérvese que, con pleno voltaje in -

-~ "

3 . . I3 . ‘A *
verso, la corriente inversa es sbélo de unos 2.9 miliamperios,

lo cual es notablemente menos que en los dispositivos énteriores

naa
”

que se muestran en las curvas 50 y 51. -

- La significativa mejora de la corriente de dispersidn a elevada

temperatura permite la operacién del dispositivo del invento a =

temperaturas de unién superiores que en los sistemas anteriores,

‘-

‘ y ello permite un substancial aumento de la potencia de-régimen

- "~

. de un dispositivo determinado. Asi, como puede verse er.la fi -

. y e ,
gura 11, una unién hecha con el proceso de platino que Se mues -

tra en la figura 7, y con los 125°C caracteriticos, 53,'éﬁ la fi;

‘gura 9 puede operarse a una temperatura de unidn de 1752C ﬁfaﬁﬁ‘}'

tener una mefjor curva caracteristica 54 que la unién convencio -

nal de molibdeno-silicio ( curva 51, figura 9 ) a 125390. En rea-

lidad, incluso a 2002C ( curva 55, figura 11') las caracteristi -
cas del dispositivo son mucho mejores que con cromo-silfcio (cuif
ve 50, figura 9 ), & 1259C. §
La mejora substancial del comportamiento de la corriente inver -
sa obtenida con el invento no se neutraliza por la marcada pér -
dida de otras caracteristicas. Como se muestra en la figura 10,
sélo se da uﬁ ligero aumento de la caida del voltaje directo con

baja corriente en dispositivos realizados mediante el presente
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¥ 61 de la fipura 10 muestra la calda de voltaje directo rela -
tivamente beja, en particular con baja corriente directa parn
los antecedeates de coﬁtactos de cromo moiibdeno con silicio.
Los dispositivos segin los proecedimientos de paladio y plati -
ro del invenbo tienen las caracteristicas de voltaje directo
de las curvas 62 y 6% respectivamente. Todas las curvas de 1a
figura 10 esbén trazadas a 252C. Obsérvese que con alta corrien-
te las diferencias son desdehables. _
Aunque el presente invento se ha descrito en relaciéﬁv;bn una
materializacidén preferente, pueden resultar aparentésiéuchas va
riaciones y modificaciones para aquellos experimentadés en este
campo. Por consiguiente, se prefiere que el presentei{ﬁ}ento no
esté limitado por lo . especificamente expuesto, sino sélo por
las reivindicaciones anexas. e
La presente solicitud, que corresponde a la debosita@a’gn E.E.
U.U. bajo el nimero 911.764 de fecha 2 de junio de 197&3 se aco-
ge a los beneficios del articulo 51 del vigente Est;tﬁéa sobre
Propiedad Iﬁdustrial. | o
NOTA.
Se declara como de‘propiedad ¥ novedad para todd el territorio

espafiol, el contenido de las siguientes :
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 REIVINDICACIONES
18,- Dispositivo"Schoftky" y procedimiento parg

su Pauricacidén que comprende un substrato semioconduc -

4or monooristal, caracterizado porque un primer metal
difundido sobre una poroidn de superficie de dicho subs
trato forma una sleacidn intermetélica de dicho metal y
dicho gemiconductor; y un segundo metal en contacto de
superficie a superficie con dicho primer metal; este

: segundo metal tiene una alts funoién de trabajo. EL

primer metal se selecciona del grupo que comprends pa-~
ledio y platino

28,= Digpositivo "Schottky y procedimiento para
;. :tabricayi&n; ‘segin reivindiocacién 1'; caracterizado
ademds porque dicho pubstrato semliconductor es un subg
trato de ﬁil;tcﬁo epitaxiel y la aleacién intermetalice
estd litre de siliciuros. |

~ 38,- Dispositivo "Schottky" y procedimiento pa~
ra m‘ra&ioadén; gegun reivindicacién 2'!; caracteri-
gado adomés porque dicho primer metal es paladio y por
tanto la aleacidén es Pdsi,

4%,~ Dispositivo "Schottky" y procedimiento pa=-
ra m fabricacién, segin reivindicacién 1!; caracteri-
zado ademis porque el segundo metal es molibdeno.

53.‘-’ ED.isposi'bivo "Schottky" y prooedimien‘bovpa-
ra =m fabricacidn, segin reivindicaciones 1, 2 6 4, ca
racterizado sdemds por incluir une capa de titanio de~
positada en el segﬁndo metael y un metal de contaoto de
positado en la cltada capa de titanio,

' 68 Dispositivo "Schottky" y procedimiento para

su febriocacidn, segin reivindicaciln 52, caracteriza-
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do adends porque dicho metal de contaoto incluye pla-
4a y niquel.

‘78 ,~ Dispositivo "Schottky" y procedimlento pa=
ra su fabricncidn, segin reivindicecidn 18, que com -
prende un substreto semiconduotor, un metal de alta
funcidn de trubajo que hace contaeto con dicho subatrato
senioonductor y forma una barrera "schottky", oaractori-
zado porque osa cape de metal titanio cutd en la miper=
fioie de dicho metal de alia funcifn de trabajo opuesta
a dicho mubairato; al menos un metal de contacto en la
guperficie de dicho titanior.. opueata a dicho mbstrato;
dicha oape de titanio impide la uigracién de Atomos de
dicho metal de con%acto, como mfnimo uno, a dicha tarre-
ra "schottky".

“  88,~ Dispositivo "Sehottky" y procedimiento para
su tabrioaoién, segin reivindicnoidn 7%, caracterissdo

‘adands parqua dicho subptrato seniconductor es esilicio.

on,~ Maposiﬁw'; “Sehottky" y procedimiento pa-
ra m fabriomoién, seuéin reivindicqcidn 78, carnoteriza-
do adenis ver:y dicho -ubstrate gemliconductor es un
disoo do nilfcio que tiene Aifundidos los Atomos de un
metal seleccionade del grupo consistente ot paladio y
platinde. .

108,.~ Disponitivo "Schottky" y procedimliento pa=-
ra i fabricncidn, sesin reivindiencidén 88, corncteri-
gado adem@s porque el metal de nlta funcidn de trabajo
es molibdeno. )

1198, Digpositivoe "Schotthky" ¥y procedimionto pae

ra sa fabricacifn, sepin reivindiceciones anteriores,

que comprende log pasos de depositar un priner retal en
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Y éuyorﬁ.gg.b de un dioco ﬁqrq.ﬁconduotor. la sinteriza-
oifn de dicho primer metal en dicha superficie del dis-
00 semdoonductor oltado, oaracterigzade por eliminar com=
Pletacents fodau lgs huellas del primer metal y de cual
quier silioiwro en dicha muperficie de 1modo que lx ma -
perfioie expuesta revela una curva cerrade de voltaje
inverse caracter{stiea ouando se explora con un eleusne
%0 de Wungsteno, y que deposita un metal de alta fun -
cién de trabajo en dicha superficie expuesta.

128,.~ Digpositivoe "Schottky” y procedimiento pa=
ra mu fubricaciln, segin reivindicacidén 118, caraoterie
wado par inoluir los pasoms auplqmntari« de depoaitar
una ¢aps do titatio encima de dicho metal de alta fune
oién de trabaje y depositar un metal de contacto encima
de dicha oapa de titanio y la moldadura de dioho dispo-
gitivo en un compartimento.

138,« Digpositive "Schottky™ y procedimiento pa~
ra s fabrioaciln, segfn ra:l.vip&icaotoms 11 & 12, oa=.
rooterisado adends porgque dlcho disoo semicondnotor es
oilfcio y porque el primer motal se selecciona de un
&mpo que comprands paladic y platine.

148 Dispocdtivo "mchoitky" y procedimiento pera
s faMcad&, segin reivindionoi&iyul, oarasoteriga-~
do slemds porque dicho primer metal y los sillciuros
son retirados usdionte ataque quimico en agus regla
durante un prolongade periodo de tiempo,

158,~ Digpositivo "Schottky" y procedimiento pae~
ra m fabricacién, segin reivindicacién 13%, ocaracteri-
gado adenfs porque dicho primer metal es paladio y diehs
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puperficie me limpis de cvalquier huelle de Pd,si.
16‘.-.Diapo§itivo."Schottky" ¥y procedimiento pa-
ra su febricacifn, segin reivindicacién 13%, caracteri-
zado ademis porque el primer metal es platino y diche
superficle se libera de ocuslquier huella de PtSi.

17%.- Disposlitivo "Schotiky" y prooed;miento Pa-
ra pu fabr;caci6g; segin reivindicacilén 168, caracteri-
zado ademis porque dicho metal platino es oubierto con
molibdeno durante la sinterigaciln.

168, :DISPOSITIVU "SCHOTTKY® Y PROCEDIMIENTO PAe-
RA SU FABRICACION, .

Todo ello conforme Be describe y reivindica en
la m'eannté memoria gue consta de 18 hojas, escritas
o méquing por uq,. soi: de pus 08YAS ¥ dibujos que la
1lusiran. _ o
Madrid, 29 de May'o/ﬂe/1979

e GONZAY, YACAY
2 e
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